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摘 要

本實驗是在低溫下使用液相沉積(liquid-phase deposition，LPD)的方法在SiGe表面上成長SiO2薄膜。LPD是使用H2SiF6

與H3BO3來進行，我們採用沉積條件為溫度 30oC、H2SiF6=0.4M、H3BO3 =0.01M，從實驗發現SiO2的沉積速率會隨著

溫度或硼酸的濃度而提升。我們利用了歐傑電子能譜儀(Auger electron spectrometer，AES)觀察到在SiGe與SiO2的介面上是

沒有Ge原子堆積在上面；另外我們也利用了化學分析電子儀 (electron spectroscopy for chemical analysis，ESCA) 有個Si 2p

的?值被量測到鍵結能(binding energy)為103.4eV，半高寬的寬度為1.48eV；我們還利用傅利葉轉換紅外光譜儀（Fourier

transform infrared spectroscopy，FTIR）來測量 LPD-SiO2之紅外吸收光譜，我們量測到?值在波數810與1100㎝-1分別

為Si-O-Si鍵的彎曲(bending)、延伸 (stretching)與振動(vibrations)模態，另外在波數933㎝-1有個?值被量測出，其為Si-F鍵存在

的關係 。 利用同沉積條件下，我們製作未退火LPD- SiO2製成的MOS元件，在電性實驗發現在電場為2 MV/㎝時，漏電

流密度為8.69×10-9 A/㎝2。隨著退火溫度上升至400oC時，SiO2的固定氧化層電荷密度與介面缺陷密度從未退火的3.82

×1010 cm-2與3.25×1011 eV-1㎝-2下降到4.77×109 cm-2與1.15×1011 eV-1㎝-2，因此可顯示退火後LPD- SiO2再製備矽

鍺MOS元件上有良好的表現。 另外，我們因上述良好結果進而研製使用液相沉積法製成金氧半矽鍺紅外光檢測器研究，

在未退火的情況下暗電流為3.25×10-8A，但經過退火400oC 之後暗電流下降至4.46×10-9A，退火可讓LPD-SiO2的品質更

好。我們利用照光波長850nm紅外光作為入射光源量測，我們發現在在退火 200oC時，其為光暗電流比之最佳值為3.17

×104，而在最佳響應率方面，未退火之LPD-SiO2可達0.567A/W，另外我們也比較了沒有氧化層的結構，發現由於漏電流

過大，所以不適當做紅外光檢測器。 關鍵字：液相沉積、金氧半、矽鍺紅外光檢測器

關鍵詞 : 液相沉積
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